A.EDITH NAVARRO PRACTICAS DE MICROELECTRONICA

PRACITCA 6.- AMPLIFICADOR MONOETAPA
CONFIGURACION SURTIDOR SEGUIDOR O DRENADOR
COMUN.

OBJETIVO:

» Conocer la estructura y funcionamiento de la configuracién surtidor seguidor.

» ldentificar las diferentes regiones de funcionamiento y las repercusiones sobre ellas de
los efectos de segundo orden que aparecen en los transistores MOS.

» Conocer los parametros PSpice para su modelizacion.
DURACION: 1 sesion.

ACTIVIDADES:

1 A partir del esquema de la figura 1Figura 1 obtener para el mismo eje X Vo € lout frente a
Vin Y en un plot diferente la grafica de la ganancia en tension. Indicar numéricamente las
regiones de funcionamiento del MOS. Consideremos un NMOS con las siguientes
caracteristicas:

W=100um, L=2pm, KP=50pA/V2, V=1V, gamma=0.3V*? y Lambda=0.025V.
Fijar Vgg=20V y Vi, variara de 0 a 20V en intervalos de 0.1V.

] ﬁﬁﬁﬁﬁﬁC)
Vin, "] |sustrato N
C’) MbreakN-X1|out o

Rs
1K

Figura 1.-
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1.1 ¢Enalgin momento el MOS trabaja en la zona triodo? Razona la respuesta.
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1.1.2 Si ésta opcion es posible, simula su comportamiento indicando los valores de
tension empleados y dibujando la/s grafica/s que lo confirme/n.
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1.1.3 ;{Cuédl es el valor de Vgs en el paso de saturacion a triodo del MOS?

1.2 ;Qué conclusiones obtienes de la grafica de la ganancia en tension? ¢ Coinciden con
las esperadas tedricamente?

1.3 Sabiendo que la ganancia en tension tiende a A, Dﬁ cuando la modulacion del

canal es despreciable, calcular el valor de gm Y gmp para Vi, en el limite de la zona de
saturacion/triodo para el MOS.
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2 Estudiar el efecto del valor de R sobre el comportamiento de esta configuracion. Para ello
realizar un analisis parametrico de Rs[J[100..1.1K]Q con variaciones lineales de 500Q.

Conclusiones:
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3 Estudiar el efecto del valor de lambda sobre el comportamiento de esta configuracion
(Figura 1). Para ello repetiremos la simulacion del ejercicio 1 considerando que ahora Vi,
variara de 0 a 40V en intervalos de 0.1V y se realizara un analisis parametrico de
LambdaJ[0..0.05] V! con variaciones lineales de 0.01 V™.

3.1 Obtener para el mismo eje X Vot € loyt frente a Vin y en un plot diferente la grafica de
la ganancia en tension.

3.2 ¢Qué conclusiones obtienes de las graficas obtenidas? ¢Coinciden con las esperadas
tedricamente?
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4 Una forma de disminuir esta dependencia de la ganancia en tension con el punto de
operacion es cambiar la resistencia Rs por una fuente de corriente tal como indica la Figura
2. Para hacer esta simulacion consideremos los MOS con las siguientes caracteristicas:

M1: W=100pm, L=2pm, KP=50pA/NV?, Vip=1V.

M2: W=100um, L=2um, KP=100pA/NV?, Vi=1V.

Cuando sea necesario en la simulacién considerar gamma=0.3V*? y lambda=0.025V.
Fijar V4g=20V, Vi, variara de 0 a 40V en intervalos de 0.1V y Vp= 1.5V.

Figura 2.-

4.1 ¢Cuél es la funcién de M2 y que condiciones de disefio debe cumplir?

4.2 Dibuja las caracteristicas corriente tension de salida y la ganancia en tensién. Indica
en las gréaficas el estado de M1 y M2 (ayuda: dibuja en un plot separado V-V Y Vout
frente a Viy).
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